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Reévision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I"état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a 1’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

Bulletin de Ia CEI

Rapport d’activite de la CE1
Publié annuellement

@  Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement

Terminclogie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans ia présenfs p

ont été soit repris du V.E.L, soit spécifiquement appre
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

d’usage général appro
— la Publication 27

électrotechnique;

Les symboles littératx podr les dispositifs & semiconducteurs
et les microcircuits intégrés font I'objet de la Publication 148 de
la CEL

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the I1EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from ITEC
National Committees and from the following IEC sources:

1E C Bulletin

Report on I EC Activities
Published yearly

@  Catalogue of IEC Pub
Published yearly

Terminology

béen taken from the 1.LE.V. or have been specifically
proved for the purpose of this publication.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from 1 EC Publications 27 or 117, or have
been specificaily approved for the purpose of this publication.

The letter symbols for semiconductor devices and integrated
microcircuits are contained in IEC Publication 148

Other 1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Dixiéme complément a la Publication 147-1 (1972)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE
Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CHAPITRE IX: DISPOSITIFS OPTOELECTRONI

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CET en ce qui concerne les qugstionsteshnidues, préparés par des Comités d'Etudes

Toute divergence entre la recommandation de
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére

La présente no X
Elle constlt jéme

essentielles des dlSp 0

Les Comités ationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de (ou ont voté contre) la publication
de ce complément conformément au tableau suivant:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Tenth supplement to Publication 147-1 (1972)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics
CHAPTER IX: OPTOELECTRONIC DEVICES

FOREWORD

the latter.

This standard has be
It constitutes the t@l

devices.

Five drafts, e 7 1 Office)605, 606, 650, 651 and 750, were submitted to the National Committees for
approval under the Si 0 le in March 1977 and in October 1979. Furthermore, two amendments, Documents
47(Central Oftice and 673, were’submitted to the National Committees for approval under the Two Months’ Procedure in
October 1977. o7

The National Committee§ of the following countries voted explicitly in favour of (or voted against) publication of this
supplement according to the following table:
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Pays 673 750

Afrique du Sud (République d’)
Allemagne . . . . ... .......
Argentine . . ... .........
Australie . . . .. ... ... . ...
Belgique . .. ............
Bulgarie . ..............
Canada. . . .............
Danemark . .. ...........
Egypte . . . ... ... .......
Espagne . .. .......... L
Etats-Unis d’Amérique . . . . . ..
Finlande . . . .. ....... ...
France . ... ............
Hongrie . ..............
Italie . . . ..............
Japon . ... .
Pays-Bas . . .. ...........
Pologne . ..............
Roumanie . .. ... ........
Royaume-Uni . . . ... ... ...
Suéde. . . ... ... .. ...
Suisse . ............ N
Tchécoslovaquie . . . .. ... ...
Turquie . .. ............
Union des Républigques

Socialistes Soviétiques . . . . . .
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emiére partie: Recommandations fondamentales.
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. 47(C0) 605 | 606 | 650 | 651 | 672 | 673 | 750
Countries
Argentina . .. .. ......... + + + +
Australia . .. .. ... ... ... + + + + + + +
Belgium . .............. + + + + + + +
Bulgaria . .............. +
Canada. ... ............ + + + + + + +
Czechoslovakia . . . ... ... .. + + + + +
PDenmark. ... ........... + + + + + +
Egypt. . . ... ... ... ... + + + + T4+ +
Finland . .............. + + + +
France . ... ........ e ~ — — — + + —
Germany . . . . . ... ....... + + + + + + -
Hungary . ... ... ........ +
Italy . ................ + + + + +
Japan. .. ... ... . L. + + + + + +
Netherlands . . .. ... ... ... — — + + + +
Poland . . .. ... ......... + + + < +
Romania . .. ............ + + + + + +
South Africa (Republicof) . . . ... + + + + ¢
Spain. . ............... + + + + + n ¢
Sweden. . .............. + + + + + +
Switzerland . .. ... .. ... .. + + + J + N\ T
Turkey . . . . ... .. e +. + + /\;R + +
Union of Soviet \\

Socialist Republics . . . .. ... + + + + + +
United Kingdom . . ... ... .. + + + \4D + +
United States of America . . . . . . — - ﬁ * + +

T\ AN
+ = positive vote — = negative vote negative vote, but that\may |be’considered as positive

¢

¥ Basic Recommendations.

Other 1E C publication quoted in this standard.:
Publication No. 306-1: Meas ; o sesitie
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Dixiéme compléement a la Publication 147-1 (1972)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS .
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Premiére partie: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CHAPITRE IX: DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES

SECTION UN — PHOTODIODES

1. Type

Photodiode a température ambiante ou a tempérdturede b
cations en petits signaux et en commutation.

Oftier spexifiée, destinée aux appli-

2. Mateérian semiconducteur

Silicium, etc.

3.

3.1

3.2

tslg

4.2 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier, minimale et maximale: ¢, ,0u
' ' t

case

4.3 Tension inverse maximale: » Vr

4.4 Dissipation de puissance maximale totale (s’il y a lieu):
— P, jusqu’a une température ambiante ou de boitier de 25 °C, et

— facteur de réduction au-dessus de 25 °C ou courbe de réduction.
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Tenth supplement to Publication 147-1 (1972)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 1: Essential ratings and characteristics

CHAPTER IX: OPTOELECTRONIC DEVICES

SECTION ONE — PHOTODIODES

1. Type

Ambient-rated or case-rated photodiode intended for

d, switching appli-
cations.

2. Semiconductor material

Silicon, etc.

3. Details of outline and encapsulation

4.1 Minimum andNynakimum storage temperatures: Lyg

4.2 Minimum and maximum operating ambient or case temperatures: tmb O
’ tcase

4.3 Maximum reverse voltage: ' |

4.4 Maximum total power dissipation (where appropriate):
— P up to ambient or case temperature of 25 °C, and

— derating factor above 25 °C or derating curve.
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